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１．概要（Summary） 

高感度かつ小型なデバイスは光工学においてとても重

要である。初期の素子であるマッハツェンダー干渉計は

素子長が大きい。小型化にするための手段の一つとして

プラズモニックスロット導波路が用いられている。プラズモ

ニックスロット導波路は損失が大きいため、小型化が求め

られる。このプラズモニックスロット導波路は主に干渉計や

センサーに使用される。私たちは、より小型化を目指すた

めにリング共振器を組み込んだ。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム蒸着装置 

ICP-RIE装置 

電子ビーム描画装置 

【実験方法】 

ポジ型電子線レジスト ARP6200-13 を 4000RPM、60

秒で塗布し、そのあと、150℃で3分間ベークした。得られ

た膜厚は 400nm 成膜であった。電子ビーム描画装置を

用いて、フィールドサイズ 150 μm2, 60000 dots, 0.175 

μs, ビーム電流 50 pA の条件で描画した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電子線描画により得られたレジストパターンの SEM 画

像を Fig. 1に示す。(a)のデザインは描画幅が 70 nm、ス

ロット幅が 290 nm、(b)のデザインは描画幅が 100 nm、

スロット幅が 290 nm である。デザインと実際の露光結果

のずれは、描画幅 約 100 nm、スロット幅約 50 nmであ

った。 

 

 

 

 

Fig. 1 SEM images of resist patterns formed by EB 

lithography 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 


